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イオン液体をゲート絶縁体とした FET構造を用いることで、半導体に ~10
14

 cm
-2を超えるキャ

リアを注入し制御することができる。これを酸化物半導体に適用することで、電圧印加による金

属絶縁体転移、超伝導、強磁性、といった興味深い現象が報告されてきた。その一方で、イオン

液体ゲートによる酸化物へのキャリア蓄積のメカニズムについては意見が分かれている。「電気二

重層の形成による静電的なキャリアドーピング」や「酸素欠損による化学的キャリアドーピング」

等がメカニズムとして提案され、重要な課題の一つとして活発に議論されている。 

本研究では、イオン液体を用いた電気二重層ト

ランジスタ(EDLT)を作製し、SrTiO3単結晶にキャ

リアドーピングを行った。この SrTiO3-EDLTにゲ

ート電圧を印加すると、Figure 1に示すようにキ

ャリア濃度 nの増加に伴いゼーベック係数の絶対

値|S|が減少する、SrTiO3に典型的な振る舞い[1-5]

が観測された。また、|S|の温度依存性を測定した

ところ、低温領域で~1 mV/Kに達する大きなピー

クを観測した。このピークは、フォノンドラッグ

に由来すると考えられ、一般にわずかな化学的ド

ーピングで消失する[2-5]。しかし、SrTiO3-EDLT

においては、このフォノンドラッグ熱電能が高キ

ャリア濃度域(n > 10
20

 cm
-3

)まで抑制されずに残る。

これは、不純物を伴わない静電的なキャリアドーピングの特徴であると考えられる。 

当日は、この SrTiO3-EDLT におけるゼーベック効果やトランスファー特性の雰囲気ガス依存性

などの実験結果を報告し、キャリア蓄積のメカニズムについて議論したい。 
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Figure 1  Carrier density n dependence of 

Seebeck coefficient |S| in SrTiO3.[1-5] 
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